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Аннотация  

Целью курсовой работы было изучение временных характеристик 

процессов переключения мощного IGBT транзистора. Для исследования 

требуемых свойств по предложенной методике была собрана схема, которая 

позволила определить характеристики работы транзистора, записаны 

осциллограммы процессов переключения. На основании полученных данных 

были вычислены время открытия и закрытия, а так же влияние 

использования снабберного конденсатора на индуктивный выброс при 

закрытии транзистора 

Результаты хорошо согласуются с паспортными значениями транзистора. 

Предложенная для исследования времени процесса открытия-закрытия 

транзистора методика оказалось верной. 
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